| Verwendung:
GF 146 Ve S
fa bis 460°C

Abmessungen: Bouform A 4/15-4a,
TGL 11 811
Masse =~ 0,4 g

Zul@ssige Héchstwerte
fir 04 = 45°C
-Uceo = 20V
-Uceo = 15V
-Ueso = 03V

-le = 10 mA

B[ = 1mA
Ptot == 60 mW

9] = 90°C

da = §0°C

Kennwerte fir fa == 25°C =5 grd Wérmewiderstand Rin < 750 ¢
Rini < 350 %ﬂ

Min | Ty ‘ Max l MeBbedingungen

Reststréme

-ilceo 8 pA -Ucs=20 V

-lceo 500 pA -Uce=15 V

-leBo 100 A -Ues =03 V

Ubergangsfrequenz

tr ' 250 MHz | 500 MHz | | -Uce=12V, -lc =1,5mA, f=100 MHz

Kollektorkapazitét

cp | | 1,2 pF | Uce =12V, lg=0, f=2MHz




Min Typ | Max MeBbedingungen

Riickwirkungszeitkonstante

."%:!: T?.s ps | -Uce =12V, -lc = 1,5mA, f =30 MHz

Leistungsverstirkung

Veb | 14 dB -Uce =12V, -lc = 1,5mA, f= 200 MHz
(nach angegebener Schaltung)

RauschmaB

F 7.5 dB -UcB=12V, -lc =1,5mA, f=200 MHz
Rg =600

Riickwirkungskapazitdt

-c12e | 03pF | Uce=12V, -lc=1,5mA, f = 500 kHz

Gleichstromverstérkung

8 |10 -Uce=12V, -lc = 1,5mA

y-Parameter fiir #a = 25°C -5 grd

yitb (38 = j 19,5) mS
yieb (-0,08—j0,16) mS
y21i6 (27 —j 25 mS ‘
yoob (0,1 4 j 1,6) mS

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

] bei -Uce =

12V, -lc =15 mA, f = 200 MHz

Transistor GF 146



Schaltungsprinzip zur Vpb-Messung ber 200 MHz

—_l Inf Ly R.L= 12k8% _I_-C-_._,

6082

Ly = 2 Wdg. 1.4 Cu Ag & 6.5 mm L, = 3 Wdg. 1.4 Cu Ag @ 6,5 mm
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